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　極端紫外線（EUV） リソグラフィ技術に関する国際会議「4th International Extreme Ultra 
Violet Lithography Symposium」が11月7日から9日まで米国サンディエゴ市郊外で開催された。
この中でドイツのXTREME 社は、EUV光源としてスズ（Sn）プラズマを用いた放電生成プラズマ技
術において、EUV光源の出力を実用化レベルまで向上させたという成果を発表した。これまでEUVリ
ソグラフィの光源は放電生成プラズマとレーザ生成プラズマの2つの技術が競合していたが、放電生成
プラズマ技術の優位性が明らかになった。また、本シンポジウムでは恒例としてEUVリソグラフィの開
発項目の順位付けを行うが、今回の光源出力の進展を受けて、感光性樹脂に関する開発項目を１位に格
上げし、逆にこれまで優先度が高いとされてきた光源の開発の順位を下げた。これは、EUVリソグラフ
ィの開発が新たな開発フェーズに移ったことを示唆する。
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　これまで半導体LSI は、微細加工技術の向上に
よって、その集積度を高めてきた。微細化の程度
を表す指標として一般的に用いられているDRAM
（Dynamic Random Access Memory）のハーフピ
ッチサイズでは、現在、90nmが量産化レベルに到
達している。LSIの微細パターンは、微細加工用の
露光装置を用いて感光性樹脂を加工するリソグラ
フィ（写真製版）技術によって形成されているが、
今後もこの技術が主流であると考えられている。
微細化が進むにつれて、光源波長の短い露光装置
が必要になり、将来、さらなる微細化に対応する
ために、極端紫外線（波長：13.5nm）を光源に用
いるEUV（Extreme Ultra Violet）リソグラフィ技
術が必要であると言われている。
　 米 国 の 半 導 体 コ ン ソ ー シ ア ム で あ る
SEMATECH主催によりEUVリソグラフィ技術に
関する国際シンポジウムが、今年は 11月７日から
９日まで米国サンディエゴ市郊外で開催された（４
th International Extreme Ultra Violet Lithography
（EUVL）Symposium）。本シンポジウムでは、こ
れまで光源に関する発表が最も多くなっている。
　そのような中、ドイツのXTREME社は、EUV
の光源としてスズ（Sn）プラズマを用いた放電
生成プラズマ技術（DPP：Discharge Produced 
Plasma）において、大幅な光源出力向上に関する
開発成果を発表し注目された。実用化レベルとさ
れる光源の目標は、集光点での出力として 115W
という値が設定されていたが、XTREME社が今回
発表したDPP光源出力（800W）は、集光点出力
での 115Wをほぼクリアできるレベルと考えられ
る。Snプラズマを用いたDPP装置では、放電部
から放出される多数のデブリ（砕片）の発生が課
題であるが、堆積するSnの除去法やSn微粒子の
飛散防止法なども合わせて開発していることが報
告された。これまでEUVリソグラフィの光源は、
DPPと LPP（LPP：Laser Produced Plasma）の２
つの技術が競合していたが、本発表により現時点
でのDPP技術の優位性が明らかになった。
　この光源出力の進展を受けて、オランダの
ASML社からは、実用化に対する光源の目標値を
115Wから 180Wへ高くしようという提案がなされ
た。これは、感光性樹脂の解像度向上に対する課
題などを、EUVの高い光源出力で補おうという意
図である。
　また、本シンポジウムでは恒例として、会議の
最後にEUVリソグラフィの開発項目の優先順位
付け（Critical Technical Issues）が話し合われる。
2005 年の順位付けによると、感光性樹脂に関する
開発事項（解像度、感度、エッジの粗さなど）が
前年の３位から１位に格上げされ、２位は前年と
同じ集光光学素子の寿命、以下、無欠陥マスクの
供給、EUV光源出力ということになった。これま
で優先順位が高いとされてきた光源の開発は、今
回のDPP技術向上の発表を受けて、その優先順位
を下げた。これは、EUVリソグラフィの開発が新
たな開発フェーズに移ったことを示唆するもので
あり、EUVを研究する各国の研究グループは、今後、
研究方針の見直しを迫られると考えられる。
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